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СВЧ плазменный факел при атмосферном давлении [1] – перспективный инструмент для СVD доращивания монокристаллов алмаза, получаемых методом HPHT. Самосжатая форма плазменного факела в газовой струе при атмосферном давлении  имеет вид узкого шнура диаметром 0,2 см, длиной 3 см, с высокой плотностью поглощаемой СВЧ мощности ≤104 Вт/см3, подобно плазменной дуге постоянного тока. В отличие от дуги, СВЧ факел – безэлектродный разряд с емкостной связью с источником СВЧ энергии. Плазма факела не загрязнена продуктами распыления электродов. Встретившись с препятствием в виде доращиваемого кристалла или подложки с затравками, низкотемпературная плазма факела обтекает его, производя осаждение. В работе методом оптической эмиссионной спектроскопии изучались характеристики плазмы СВЧ-факела в смеси рабочих газов: Ar (плазмообразующий газ), H2 (атомарный водород служит для избирательного удаления неалмазных фаз углерода) и CH4 (носитель углерода) в соотношении 5:1:0,2, соответственно. 
По эмиссионным спектрам атомов и по вращательному спектру димера углерода С2, в зоне роста алмаза, определялись температура и концентрация электронов плазмы факела и газовая температура. Для спектрального мониторинга процесса использовались широкодиапазонные спектрометры с разрешением от 10 до 0.3 нм. Электронная температура оцененная по линиям атома углерода ~0.7 эВ.
При измерении некоторых атомных линий и молекулярных полос использовался cпектрометр с разрешением 0,04 nm, относительное отверстие 1:5, фокусные расстояния зеркальных объективов 600 мм, дифракционная решетка 1200 штр/мм, работающий в I порядке. Полученные ширины линии H соответствуют величинам электронной плотности (1-3) 1015 см-3. Температура газовой смеси в зоне роста алмазных слоев определялась по спектру излучения P22 ветви колебательной полосы 0-0 электронного перехода d3Пg – a3Пu [2,3] от канта полосы 0-0 – 516,52 нм, до канта полосы 1-1 – 512,95 нм. Температура, определенная по наклону Больцмановского графика в координатах :Ln(IJ’J”/SJ’J”);  1,44*J’(J’+1)Bup , составила 3400  300К. 
Получены результаты как по осаждению алмазных поликристаллических микро- и нано пленок, так и по доращиванию алмазных монокристаллов.
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